Подгруппа 4
Теория: ЗАДАНИЯ

1. Рассчитать потенциал взаимодействия V(R) для диапазона межъядерных расстояний: 0,05 ÷ 0,8 Ǻ

Sb(Si
2. Рассчитать сечение электронного Se(E) и ядерного Sn(E) торможения (0,01 < ( < 50) для:

Sb(Si
Построить графики Se(E) и Sn(E) 
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, а также Se(ε) и Sn(ε).

3. Рассчитать полный средний пробег (E = 60, 100 и 500 кэВ) R (мкм):
Sb(Si
4А. Рассчитать и построить профили примеси для систем, используя распределения:

а) Гаусса; б) Пирсона IV  [N(x) (ат/см3); х (мкм)]
Sb(Si (E = 100 и 125 кэВ; D = 1x1016 и 5x1016 
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4Б. Рассчитать и построить профили упруго выделенной энергии (дефектов) для тех же систем, используя распределение Пирсона IV и профили вакансий по TRIM: Fα(x), 
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5. Рассчитать и построить профили примеси после отжига (900 0С, 1000 0С, 1050 0С, 1100 0С). E = 100 кэВ, D = 5x1015 см-2. 

Sb(Si
6. Используя энергетический критерий рассчитать критические дозы для формирования аморфного слоя в кремнии при низкотемпературной имплантации ионов Sb+  с энергиями 10, 50, 100 и 1000 кэВ, Dcr 
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7. Определить минимальную дозу имплантации ионов Sb с Е=300 кэВ в кремний, необходимую для создания пересыщенного сурьмой слоя толщиной 50 нм. Dmin 
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Отчетная документация должна содержать: 


название каждого задания; формулы, по которым проводим расчет, или название использованной компьютерной программы; данные расчета по заданиям 1, 2, 4А и 4Б, 5 представить в виде графиков, а данные расчетов по заданиям 3, 6 и 7 в виде таблиц.
_1267528397.unknown

_1267528622.unknown

_1267602073.unknown

_1267528715.unknown

_1267528483.unknown

_1267528067.unknown

